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１．概要（Summary） 

エレクトレット膜の寿命と膜の応力の関係を把握するた

め、シリコン表面に凹凸構造を形成し、その帯電特性を測

定する。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

マスクレス露光装置（大日本科研社製, MX-1204） 

【実験方法】 

１．TMAHを用いた方法 

SiN を 150nm 程度成膜したシリコン基板上に、マスク

レス露光装置を用いて 2μm/2μmの Line & Spaceパタ

ーンを作製した。レジストパターンに従い SiN をドライエッ

チングにて除去し、TMAH にてシリコン結晶異方性エッ

チングを行う。その面に対して熱酸化膜を 300nm程度成

膜し、残りの SiN 膜を除去し、同じく TMAH にてシリコン

結晶異方性エッチングを行う。2 回のシリコン結晶異方性

エッチングにより、基板表面には山形の凹凸が出来上が

る。 

２．Deep-RIEを用いた方法 

シリコン基板に対し、上記と同様の 2μm/2μm の Line 

& Space パターンを作製した。レジストをマスクとし、

Deep-RIE にて数 μm 程度エッチングを行い、シリコン基

板表面に凹凸を作製した。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

 2 種類の方法でシリコン基板表面に凹凸構造を作製し

た（Fig.1, 2）。この2種類の形状が、帯電特性へどれだけ

影響を及ぼすか評価していく。 

 

 

Fig.1 Surface of Si (using TMAH) 

 

Fig.2 Surface of Si (using Deep-RIE) 

 

４．その他・特記事項（Others） 

なし。 

 

５．論文・学会発表（Publication/Presentation） 
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